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(57) Abstract: An optoelectronic lighting apparatus is described comprising: exactly one light-emitting, optoelectronic semiconductor
component (23), in particular an LED or an LED chip, wherein the semiconductor component (23) has an exit region (31) for light
at at least one sutface side (29), a carrier (27) for the semiconductor component (23), wherein the semiconductor component (23) is
arranged on a top side (25) of the carrier (27), at least one functional layer (37), in particular a conversion layer for converting light that
has emerged from the exit region into light having at least one other wavelength, wherein the functional layer (37) is arranged above
the exit region (31) and/or next to the exit region (31), and an enclosure (39) for the functional layer (37), wherein the enclosure (39)
surrounds the functional layer (37) as viewed in a circumferential direction (U), wherein the circumferential direction (U) runs parallel
to the top side (25) of the carrier around the functional layer (37).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine optoelektronische Leuchtvorrichtung beschrieben mit; genau einem lichtemittierenden, opto-
clektronischen Halbleiterbauteil (23), insbesondere eine LED oder ein LED-Chip, wobei das Halbleiterbauteil (23) an wenigstens einer
Oberflichenseite (29) einen Austrittsbereich (31) fiir Licht aufweist, einem Trédger (27) fiir das Halbleiterbauteil (23), wobei das Halb-
leiterbauteil (23) auf einer Oberseite (25) des Trégers (27) angeordnet ist, wenigstens einer Funktionsschicht (37), insbesondere eine
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WO 2020/043467 A | [IN 1]} 00000000 0O O

SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
jede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ,TZ,UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CIL, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Konversionsschicht zur Konversion von aus dem Austrittsbereich ausgetretenem Licht in Licht mit wenigstens einer anderen Wellen-
lédnge, wobei die Funktionsschicht (37) oberhalb des Austrittsbereichs (31) und/oder neben dem Austrittsbereich (31) angeordnet ist,
und einer Einfassung (39) fiir die Funktionsschicht (37), wobei die Einfassung (39) die Funktionsschicht (37) in einer Umfangsrichtung
(U) gesehen umgibt, wobei die Umfangsrichtung (U) parallel zur Trigeroberseite (25) um die Funktionsschicht (37) herum verlauft.
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OPTOELEKTRONISCHE LEUCHTVORRICHTUNG, OPTOELEKTRONISCHE BE-
LEUCHTUNGSEINRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN

Die vorliegende Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der
deutschen Patentanmeldung 10 2018 121 338.7, deren Offenba-

rungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optoelektronische
Leuchtvorrichtung, eine optoelektronische Beleuchtungseinrich-
tung sowie ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens einer
optoelektronischen Leuchtvorrichtung oder einer optoelektroni-

schen Beleuchtungseinrichtung.

Die DE 10 2012 102 114 Al beschreibt eine optoelektronische
Leuchtvorrichtung, deren emittiertes Licht effizient genutzt

werden kann.

Eine zu losende Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht da-
rin, eine optoelektronische Leuchtvorrichtung bereitzustellen,
die auf einfache Weise hergestellt werden kann und unempfindlich

gegeniliber Einfliissen (wie z.B. Feuchte) der Umgebung ist.

Die Aufgabe wird durch eine optoelektronische Leuchtvorrichtung

mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost.

Eine erfindungsgemdle optoelektronische Leuchtvorrichtung um-
fasst:

wenigstens ein lichtemittierendes Halbleiterbauteil,
insbesondere eine LED (von Light Emitting Diode) oder einen LED-
Chip, wobei das Halbleiterbauteil an wenigstens einer Oberfla-
chenseite einen Austrittsbereich fiir Licht aufweist,

einen Trager fir das Halbleiterbauteil, wobei das
Halbleiterbauteil auf einer Oberseite des Tragers angeordnet

ist,
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wenigstens eine Funktionsschicht, insbesondere eine
Konversionsschicht zur Konversion von aus dem Austrittsbereich
ausgetretenem Licht in Licht mit wenigstens einer anderen Wel-
lenldnge, wobei die Funktionsschicht oberhalb des Austrittsbe-
reichs und/oder neben dem Austrittsbereich angeordnet ist, und

eine Einfassung fir die Funktionsschicht, wobei die
Einfassung die Funktionsschicht in einer Umfangsrichtung gese-
hen umgibt, wobei die Umfangsrichtung parallel zur Tragerober-

seite um die Funktionsschicht herum verlauft.

Bei der Funktionsschicht kann es sich um eine Konversionsschicht
handeln. Die Konversionsschicht kann zum Beispiel Leuchtstoff,
zum Beispiel Phosphor, aufweisen und insbesondere aus einem
Silikon-Leuchtstoff-Gemisch bestehen. Allgemeiner kann es sich
bei der Funktionsschicht um jedwede Schicht handeln, die als
Schichtlage direkt oberhalb des lichtemittierenden Halbleiter-

bauteils angeordnet ist.

Bei dem lichtemittierenden Halbleiterbauteil kann es sich ins-
besondere um einen Oberfladchenemitter handeln, dessen Aus-
trittsbereich fir Licht an der vom Trager abgewandten Oberseite
des lichtemittierenden Halbleiterbauteils liegt. Die Funktions-
schicht kann direkt oberhalb des Austrittsbereichs fiir Licht

liegen und somit in Kontakt mit dem Austrittsbereich sein.

Bei dem lichtemittierenden Halbleiterbauteil kann es sich auch
um einen Volumenemitter handeln, der einen Austrittsbereich fiir
Licht an der vom Trdger abgewandten Oberseite aufweist. Alter-
nativ oder zusadtzlich kann das lichtemittierende Halbleiterteil
einen Austrittsbereich fir Licht an wenigstens einer seitlichen
Oberfldche aufweisen, die senkrecht zur Trageroberfliche ver-
lauft. Die Funktionsschicht kann dabei auch in der Ebene der
seitlichen Oberfldche angeordnet und somit neben dem Halblei-

terbauteil vorgesehen sein.
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Mit Licht soll im Rahmen der vorliegenden Offenbarung nicht nur
Licht im sichtbaren Wellenldngenbereich gemeint sein, sondern
allgemeiner jedwede elektromagnetische Strahlung, die von einem
lichtemittierenden Halbleiterbauteil abgestrahlt werden kann.
Insbesondere soll unter Licht auch elektromagnetische Strahlung
im infraroten oder ultravioletten Wellenladngenbereich gemeint

sein.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung kann insbesondere genau
ein lichtemittierendes optoelektronisches Halbleiterbauteil
aufweisen. Eine besonders kompakte Ausgestaltung der Leuchtvor-

richtung ist daher mdglich.

Bei der optoelektronischen Leuchtvorrichtung umgibt die Einfas-
sung die Funktionsschicht in Umfangsrichtung gesehen. Die Ein-
fassung bildet somit einen um die Funktionsschicht umlaufenden
Rand, durch den die Funktionsschicht vor Einfliissen der Umge-
bung, zum Beispiel vor Sauerstoff oder Feuchtigkeit, geschiitzt
werden kann. Da eine Funktions- bzw. Konversionsschicht Leucht-
stoff enthalten kann, kann dieser Leuchtstoff zum Beispiel durch
die Einfassung vor Feuchtigkeit und/oder Sauerstoff geschiitzt

werden.

Die Einfassung kann die Funktionsschicht derart umgeben, dass
die Funktionsschicht in einer Richtung parallel zur Tragerober-
seite gesehen vollstdndig innerhalb der Einfassung angeordnet
ist. Dadurch kann die Funktionsschicht besonders gut gegen Ein-
fliisse, die von der Seite her auf die optoelektronische Leucht-

vorrichtung einwirken, geschiitzt werden.

Die Einfassung kann eine in der Umfangsrichtung umlaufende Um-
randung aufweisen, in deren Mitte eine durchgehende Offnung
vorgesehen ist, wobeili die Einfassung die Funktionsschicht der-
art umgibt, dass die Mitte der Umrandung iber dem Austrittsbe-

reich des Halbleiterbauteils liegt und die Funktionsschicht die
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Offnung zumindest teilweise und bevorzugt vollstdndig ausfiillt.
Die Formulierung, dass die Mitte der Umrandung iber dem Aus-
trittsbereich des Halbleiterbauteils liegt, ist insbesondere so
zu verstehen, dass die Mitte der Umrandung ladngs einer Geraden
gesehen, die senkrecht zur Tradgeroberseite wverlauft, iber der
Mitte des Austrittsbereichs des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils liegt oder mit der Mitte zusammenfadllt. Bei einem Vo-
lumenemitter mit einem Austrittsbereich an wenigstens einer
seitlichen Oberflédche kann als Mitte auch die geometrische Mitte

des Volumenemitters gemeint sein.

Die Umrandung kann somit einen duleren Randbereich um die Funk-
tionsschicht bilden. Da die Mitte der Umrandung iber dem Aus-
trittsbereich des Halbleiterbauteils liegt, befindet sich iber
dem Austrittsbereich die Funktionsschicht, zum Beispiel eine
Konversionsschicht. Das Licht aus dem optoelektronischen Halb-
leiterbauteil kann somit in die Funktionsschicht gelangen. Das
Licht kann wvon der Funktionsschicht weiter zur wvom Trager ab-
gewandten Oberseite der optoelektronischen Leuchtvorrichtung
gelangen und dort nach auBen abgestrahlt werden. Das Licht kann
alternativ oder zusédtzlich durch die fiir das Licht transparente
Umrandung gelangen und an wenigstens einer seitlichen Oberfla-

che der Leuchtvorrichtung nach auBen abgestrahlt werden.

Die Umrandung der Einfassung kann wenigstens eine Aulenseite
aufweisen, welche an einer seitlichen Oberfldche der Leuchtvor-
richtung liegt. Die Aulenseite der Umrandung kann somit einen
Teil der seitlichen Oberfldche der Leuchtvorrichtung bilden.
Eine einzelne optoelektronische Leuchtvorrichtung kann aus ei-
ner zusammenhdngenden, matrixartigen Anordnung von derartigen
optoelektronischen Leuchtvorrichtungen hergestellt werden. Beim
Vereinzeln der optoelektronischen Leuchtvorrichtungen werden
die matrixartigen, optoelektronischen Leuchtvorrichtungen von-
einander getrennt. Dies kann mittels eines Durchtrennvorgangs,

beispielsweise mittels eines Schneidvorgangs, erfolgen, wobei
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eine Durchtrennung in Ebenen erfolgt, die senkrecht zur Tra-
geroberseite verlaufen. Die seitlichen Oberfldchen der verein-
zelten Leuchtvorrichtungen liegen dann in den Trennebenen. Wenn
nun die Umrandung der Einfassung an der seitlichen Oberseite
der Leuchtvorrichtung liegt, bedeutet dies, dass in der Schicht-
ebene der Funktionsschicht keine Durchtrennung durch die Funk-
tionsschicht, sondern durch die Umrandung der Einfassung erfolgt
ist. Dies hat zum Beispiel den Vorteil, dass wahrend des Durch-
trennvorgangs die Funktionsschicht nicht mit einem Schneidwerk-
zeug in Berihrung kommt und somit keine Bereiche oder Partikel
aus der Funktionsschicht herausgerissen oder beschadigt werden
kénnen. Eine derartige Beschaddigung kodnnte beispielsweise im
Falle einer Konversionsschicht bei feuchteempfindlichen und/o-
der oberfldchenbeschichteten Leuchtstoffen zu Alterungsproble-
men fihren. Ferner kdénnte eine derartige Beschiddigung an einer
Lichtaustrittsfldche eine sehr raue Oberflache erzeugen, was

sich negativ auf die Bauteileffizienz auswirkt.

Nach einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung liegt we-
nigstens eine AuBenseite einer Umrandung der Einfassung nicht
an einer seitlichen Oberflédche der Leuchtvorrichtung, sondern
zwischen der AuBenseite und der seitlichen Oberfldche ist we-
nigstens eine Randschicht, insbesondere aus einem Vergussmate-
rial, ausgebildet. Die Randschicht kann dabei wenigstens teil-
weise transparent ausgestaltet sein. Die Einfassung kann somit
materialsparend und kostengiinstig ausgebildet werden und gegen-

iber der seitlichen Oberfldche nach hinten zurlckversetzt sein.

Die Einfassung kann einen Brechungsindex aufweisen, der zwischen
dem Brechungsindex des Konversionsmaterials und Luft liegt. Die

Auskoppeleffizienz kann dadurch erhéht werden.

Die Einfassung kann aus einem transparenten Material ausgebil-
det sein. Die Einfassung kann aus einem Material ausgebildet

sein, das Silikon und/oder Glas aufweist oder daraus besteht.
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Die Einfassung kann aus einem Material ausgestaltet sein, wie
es beispielsweise zur Bildung von Dé@mmen in elektrischen oder
optoelektronischen Bauteilen verwendet wird. Bei dem Material
kann es sich beispielsweise um ein z&hflissiges, aushdrtendes
Silikon handeln, welches mittels eines Dispensers aufgetragen

werden kann.

Die Funktionsschicht kann an ihrer von der Tré&geroberseite ab-
gewandten Oberseite flach ausgebildet sein oder in der Mitte
der Oberseite eine Vertiefung aufweisen. Die in der Mitte ver-
tiefte Oberseite kann insbesondere zur Reflektorformung ausge-
staltet sein. Dadurch kann Licht in wverbesserter Weise nach
auBen zu den seitlichen Oberflachen der Leuchtvorrichtung ge-

lenkt werden.

Uber der Oberseite der Funktionsschicht kann wenigstens eine
weitere Schicht vorgesehen sein. Insbesondere kann wenigstens
eine 1iber der Funktionsschicht angeordnete Schicht Silikon
und/oder Titandioxid (Ti0,) aufweisen und insbesondere aus mit

Titandioxid versetztem Silikon bestehen.

Das lichtemittierende Halbleiterbauteil kann an seinen seitli-
chen Oberfldchen von einem Fillmaterial, beispielsweise ein Si-
likonmaterial, welches mit Titandioxid wversetzt sein kann, um-
geben sein. Die Oberseite des Halbleiterbauteils sowie die Ober-
seite des Fiillmaterials kdénnen eine ebene Oberfldche bilden,
auf der die Funktionsschicht und die Einfassung angeordnet wer-
den kénnen. Die Einfassung kann auch zumindest teilweise in das

Fillmaterial hineinragen.

Insbesondere kann wenigstens eine Deckschicht iber der Funkti-
onsschicht und der Einfassung vorgesehen sein. Die Deckschicht
kann lichtdicht ausgestaltet sein. Sie kann somit fir das er-

zeugte Licht intransparent sein. Lichtemission durch die Deck-
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schicht hindurch und somit an der Oberseite der Leuchtvorrich-
tung lasst sich dadurch vermeiden. Dagegen kann die Deckschicht
eine Emission an den seitlichen Oberfldchen der Leuchtvorrich-
tung unterstiitzen. Dabei ist die Einfassung vorzugsweise aus
einem transparenten Material ausgestaltet, so dass das Licht
durch die Einfassung hindurchtreten und an einer seitlichen

Oberflédche der Leuchtvorrichtung austreten kann.

Die Deckschicht kann zur Funktionsschicht hin reflektierend
ausgestaltet sein. Licht kann daher an der Grenzflédche zwischen
der Deckschicht und der Funktionsschicht wvon der Deckschicht
zurick in die Funktionsschicht reflektiert werden. Wenn es sich
bei der Funktionsschicht um eine Konversionsschicht handelt,

kann dadurch die Effizienz der Konversion verbessert werden.

Auberdem kann eine reflektierende Deckschicht als eine Art
Lichtleiter wirken, um ein Austreten wvon Licht nach oben zu
verhindern und um das Licht durch die filir das Licht zumindest
teilweise transparente Einfassung hindurch gewissermalen nach
auBen zu lenken. Das Licht kann somit an einer seitlichen Ober-

fldche der Leuchtvorrichtung austreten.

Vorzugsweise kann die Deckschicht an ihrer zur Funktionsschicht
weisenden Unterseite eine konvexe, nach aulen gewdlbte Krimmung
aufweisen. Dadurch kann die Deckschicht in verbesserter Weise
als Reflektor wirken, um das Licht hin zu den seitlichen AuBen-

seiten der Vorrichtung zu lenken.

Die Erfindung Dbetrifft auch eine optoelektronische Beleuch-
tungseinrichtung, insbesondere ein LED-Panel, umfassend:

eine Tragereinrichtung, wobei auf einer Oberseite der
Trdgereinrichtung eine Vielzahl wvon Leuchtpunkten matrixartig
angeordnet ist, wobei jeder Leuchtpunkt wenigstens ein und be-

vorzugt genau ein lichtemittierendes Halbleiterbauteil umfasst,
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das an wenigstens einer Oberflichenseite einen Austrittsbereich
fir Licht aufweist,

eine Funktionsschicht {iber und/oder neben den Aus-
trittsbereichen der Vielzahl wvon Leuchtpunkten, insbesondere
eine Konversionsschicht zur Konversion von Licht der Halblei-
terbauteile in Licht mit wenigstens einer anderen Wellenléange,

eine Vielzahl wvon Einfassungen fir die Funktions-
schicht, wobei jede Einfassung eine in einer Umfangsrichtung
umlaufende Umrandung aufweist, in deren Mitte eine durchgehende
Offnung vorgesehen ist,

vorzugsweise wenigstens eine Deckschicht {iber der
Funktionsschicht und den Einfassungen,

wobei die Einfassungen zumindest in der Ebene der
Funktionsschicht derart angeordnet oder ausgebildet sind, dass
sich die Mitte einer jeweiligen Einfassung zumindest annahernd
iber einem jeweiligen Leuchtpunkt befindet und die Umrandung
einen Bereich der Funktionsschicht iiber und/oder neben dem je-
weiligen Leuchtpunkt umgibt,

wobei der Bereich der Funktionsschicht die Offnung
der jeweiligen Einfassung zumindest teilweise und vorzugsweise

vollstandig ausfillt.

Die optoelektronische Beleuchtungseinrichtung kann insbesondere
als eine matrixartige Anordnung von optoelektronischen Leucht-
vorrichtungen betrachtet werden, wobei die optoelektronischen
Leuchtvorrichtungen aus der optoelektronischen Beleuchtungsein-
richtung durch einen Vereinzelungsvorgang hergestellt werden
kénnen. Als matrixartige Anordnung von optoelektronischen
Leuchtvorrichtungen wird dabei insbesondere eine arrayartige
Anordnung verstanden, bei der die Leuchtvorrichtungen in meh-
reren Spalten bzw. Reihen angeordnet sind. Dementsprechend wird
als matrixartige Anordnung der Leuchtpunkte eine Anordnung ver-
standen, bei der die Leuchtpunkte arrayartig in mehreren Spalten

bzw. Reihen angeordnet sind.
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Die Einfassungen kdnnen die Funktionsschicht entsprechend der
matrixartigen Anordnung der Leuchtpunkte matrixartig in ein-
zelne Bereiche unterteilen, wobei sich flir jeden Bereich die
Mitte einer jeweiligen Einfassung zumindest anndhernd iber ei-
nem jeweiligen Leuchtpunkt befindet und die Umrandung den Be-
reich der Funktionsschicht iber und/oder neben dem jeweiligen
Leuchtpunkt umgibt. Die Bereiche der Funktionsschicht kdnnen
insbesondere in den Offnungen der Einfassungen liegen, wobei
benachbarte Bereiche der Funktionsschicht um eine um einen je-
weiligen Bereich umlaufende Umrandung voneinander getrennt

sind.

Die Erfindung betrifft auBerdem ein Verfahren zur Herstellung
von wenigstens einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung oder
einer optoelektronischen Beleuchtungseinrichtung, insbesondere
eine erfindungsgemédBe Leuchtvorrichtung oder eine erfindungs-
gemale optoelektronische Beleuchtungseinrichtung, wobei bei dem
Verfahren:

eine Tragereinrichtung bereitgestellt wird, wobei auf
einer Oberseite der Trdgereinrichtung matrixartig eine Vielzahl
von Leuchtpunkten angeordnet ist, wobei jeder Leuchtpunkt we-
nigstens ein und bevorzugt genau ein lichtemittierendes Halb-
leiterbauteil umfasst, das an wenigstens einer Oberfldchenseite
einen Austrittsbereich fiir Licht aufweist,

in einer Schichtebene Uber und/oder neben den Aus-
trittsbereichen der Vielzahl von Leuchtpunkten eine Funktions-
schicht, insbesondere eine Konversionsschicht zur Konversion
von Licht der Halbleiterbauteile in Licht mit wenigstens einer
anderen Wellenldnge, und eine Vielzahl von Einfassungen vorge-
sehen werden,

bevorzugt iUber der Funktionsschicht und den Einfas-
sungen wenigstens eine Deckschicht vorgesehen wird,

wobei jede Einfassung der Vielzahl wvon Einfassungen
eine in einer Umfangsrichtung umlaufende Umrandung aufweist, in

deren Mitte eine durchgehende Offnung vorgesehen ist,
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wobei die Einfassungen derart angeordnet oder ausge-
bildet werden, dass sich die Mitte der Umrandung einer Jjewei-
ligen Einfassung zumindest anndhernd {iUber einen Jjeweiligen
Leuchtpunkt befindet und die Einfassungen die Funktionsschicht
in einzelne Bereiche {iber und/oder neben den Leuchtpunkten un-

terteilen.

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemidllen Ver-
fahrens wird zuerst die Vielzahl wvon Einfassungen in der fur
die Funktionsschicht vorgesehenen Schichtebene angeordnet oder
ausgebildet und erst danach wird die Funktionsschicht gebildet,

insbesondere in den Offnungen der Einfassungen.

Umgekehrt kann auch zuerst die Funktionsschicht gebildet werden
und danach wird die Vielzahl von Einfassungen in der Schicht-
ebene der Funktionsschicht angeordnet oder ausgebildet, insbe-
sondere durch Eindriicken der Vielzahl von Einfassungen in die

Funktionsschicht.

Vorzugsweise ist die Vielzahl wvon Einfassungen in einer Git-
terstruktur, insbesondere aus einem transparenten Material aus-
gebildet. Die Gitterstruktur kann aus einem festen Material
gebildet sein. Die Gitterstruktur lasst sich somit in die Funk-
tionsschicht eindriicken, insbesondere solange die Funktions-

schicht nicht ausgehédrtet ist.

Die Vielzahl von Einfassungen kann durch Aufbringen eines fliel-
fahigen Materials, insbesondere eines zadhfliissigen Materials,
gebildet werden. Die Vielzahl wvon Einfassungen kann, zum Bei-
spiel vergleichbar einem Damm, mittels eines Dispensverfahrens
gebildet werden. Nach dem Aushadrten des flieBfdhigen Materials
kann anschlieBend die Funktionsschicht in den Zwischenbereichen
der Einfassungen ausgebildet werden. Insbesondere kann vorge-
sehen sein, dass die Leuchtpunkte der Vielzahl von Leuchtpunkten

vereinzelt werden. Bei der Vereinzelung der Leuchtpunkte ist



WO 2020/043467 PCT/EP2019/071475

10

15

20

25

30

35

bevorzugt wvorgesehen, dass in der Schichtebene der Funktions-
schicht keine Durchtrennung der Funktionsschicht, sondern aus-
schliellich eine Durchtrennung der Einfassungen erfolgt. Die
Einfassungen liegen dadurch an der AuBenseite eines vereinzel-
ten Leuchtpunkts und somit an der AuBenseite einer durch die
Vereinzelung gebildeten optoelektronischen Leuchtvorrichtung.
Dadurch kann erreicht werden, dass die Funktionsschicht bei
einer vereinzelten optoelektronischen Leuchtvorrichtung inner-
halb einer Einfassung liegt. Die Funktionsschicht kann somit
von der umliegenden Einfassung vor Einfliissen der Umgebung ge-

schiitzt werden.

Im Folgenden werden Ausfihrungsbeispiele der Erfindung unter
Bezugnahme auf die beigefiigten Figuren ndher erldutert. Es zei-

gen, jeweils schematisch,

Figur 1 eine Querschnittsansicht einer ersten Variante einer
erfindungsgemalen optoelektronischen Leuchtvorrich-

tung,

Figur 2 eine Querschnittsansicht einer zweiten Variante einer
erfindungsgemalen optoelektronischen Leuchtvorrich-

tung,

Figur 3 eine Querschnittsansicht einer dritten Variante einer
erfindungsgemalen optoelektronischen Leuchtvorrich-

tung,

Figur 4 eine Querschnittsansicht einer wvierten Variante einer
erfindungsgemalen optoelektronischen Leuchtvorrich-

tung,

Figur 5 eine Querschnittsansicht einer finften Variante einer
erfindungsgemalen optoelektronischen Leuchtvorrich-

tung,
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Figur 6 eine Querschnittsansicht einer ersten Variante einer
erfindungsgemalen optoelektronischen Beleuchtungsein-

richtung,

Figur 7 eine Draufsicht auf die optoelektronische Beleuch-
tungseinrichtung der Fig. 6,

Figur 8 eine Draufsicht auf eine zweite Variante einer erfin-
dungsgemalen optoelektronischen Beleuchtungseinrich-

tung,

Figur 9 eine Draufsicht auf eine dritte Variante einer erfin-
dungsgemalen optoelektronischen Beleuchtungseinrich-

tung, und

Figur 10 eine Querschnittsansicht einer nicht erfindungsgemilen
Variante einer erfindungsgemalen optoelektronischen

Leuchtvorrichtung.

Die in Figur 1 dargestellte optoelektronische Leuchtvorrich-
tung 21 umfasst ein in Form einer LED oder eines LED-Chips
ausgestaltetes, lichtemittierendes und optoelektronisches Halb-
leiterbauteil 23, dessen Unterseite auf der Oberseite 25 eines
Trdgers 27 angeordnet ist. Das Halbleiterbauteil 23 weist an
seiner oberen Oberflachenseite 29 einen Austrittsbereich 31 fur

Licht auf.

Seitlich neben dem Halbleiterbauteil 23 ist eine Fillschicht 33
angeordnet, die zum Beispiel aus mit Titandioxid versetztem
Silikon ausgebildet ist. Bei dem dargestellten Beispiel geméal
Figur 1 bilden die Fillschicht 33 und die obere Oberflichen-
seite 29 eine ebene Oberfldche. In der dariiberliegenden Schicht-
ebene 35 ist eine Funktionsschicht 37 oberhalb des Austritts-
bereichs 31 des Halbleiterbauteils 23 angeordnet. Bei der Funk-

tionsschicht 37 kann es sich insbesondere um eine Konversions-
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schicht handeln, welche zur Konversion von aus dem Austritts-
bereich 31 ausgetretenem Licht in Licht mit wenigstens einer
anderen Wellenldnge geeignet ist. Eine derartige Konversions-
schicht kann beispielsweise 1in einer Matrix eingebetteten

Leuchtstoff aufweisen.

Bei der Leuchtvorrichtung 21 ist auBerdem eine Einfassung 39
fir die Funktionsschicht 37 vorgesehen. Die Einfassung 39 umgibt
die Funktionsschicht 37 in einer Umfangsrichtung U, die parallel
zur Trageroberseite 25 um die Funktionsschicht 37 herum ver-
lauft. Wie die Darstellung der Figur 1 zeigt, liegt die Einfas-
sung 39 seitlich oberhalb des Austrittsbereichs 31 des Halblei-
terbauteils 23, sodass die Einfassung 39 sich zumindest im We-
sentlichen nicht negativ auf die Emissionseigenschaften des
Halbleiterbauteils 23 auswirkt. Die Einfassung 39 liegt auf der
seitlichen Fullschicht 33 auf und bildet mit der Funktions-
schicht 37 eine ebene obere Oberflache, auf welcher eine Deck-
schicht 41 angeordnet ist. Die Deckschicht 41 kann beispiels-
weise aus einem Silikonmaterial ausgestaltet sein, das mit Ti-

tandioxid versetzt ist.

Die Einfassung 39 kann aus einem transparenten Material ausge-
bildet sein, das zum Beispiel ein Silikon und/oder Glas aufweist

oder daraus besteht.

Die Einfassung 39 kann zum Beispiel nach dem Ausbilden der
Fiillschicht 33 in Form eines festen Korpers auf der Oberseite
der Fillschicht 33 angeordnet werden. In der von der Einfassung
39 umschlossenen, mittigen Offnung 43 kann sodann die Funkti-
onsschicht 37 ausgebildet werden. Alternativ kann die Einfas-
sung 39 aus einem z&hflissigen Material, &hnlich einem Damm,
zum Beispiel mittels eines Dispensverfahrens, auf der Oberseite
der Fillschicht 33 gebildet werden. Nach dem Aushadrten des zah-

flissigen Materials kann dann wieder in der von dem Material
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umschlossenen Offnung 43 die Funktionsschicht 37 ausgebildet

werden.

Wie sich aus Figur 1 ergibt, umfasst die Einfassung 39 eine in
der Umfangsrichtung U umlaufende Umrandung 45, welche bei dem
dargestellten Ausfihrungsbeispiel zum Beispiel einen rechtecki-
gen Querschnitt aufweist und in deren Mitte die bereits er-
wiahnte, durchgehende Offnung 43 liegt. Die Umrandung 45 kann in
einer Ebene der Umfangsrichtung U gesehen auch einen quadrati-
schen, vieleckigen oder kreisfdrmigen Querschnitt aufweisen.

Auch andere Querschnittsformen sind méglich.

Wie ferner aus Figur 1 gesehen werden kann, weist die Einfas-
sung 39 bzw. die Umrandung 45 eine Aulenseite 47 auf, die von
der Offnung 43 abgewandt ist und an einer seitlichen Oberflé&che
der Leuchtvorrichtung 21 liegt. Als seitliche Oberfldchen der
Leuchtvorrichtung 21 werden diejenigen &duleren Oberfldchen be-
zeichnet, welche senkrecht zur Trageroberfldche 25 nach oben

verlaufen.

Bei dem Ausfihrungsbeispiel gemdB Figur 1 liegt somit die Au-
Benseite 47 an einer AuBenfldche der Leuchtvorrichtung, wohin-
gegen die Funktionsschicht 37 innerhalb der Einfassung 39 liegt.
Die Fillschicht 33 ist somit vor Einfliissen der Umgebung ge-
schiitzt. Alterungsprozesse, die zum Beispiel durch Feuchtigkeit
hervorgerufen werden, kénnen dadurch an der Fillschicht 33 ver-

mieden oder zumindest reduziert werden.

Die Deckschicht 41 kann lichtdicht ausgestaltet sein, so dass
das Licht nicht durch die Deckschicht 41 hindurch nach oben
austreten kann. Die Einfassung 39 kann dagegen aus einem trans-
parenten Material ausgestaltet sein, so dass das Licht durch
eine der seitlichen AuBenseiten 47 nach auBen abgestrahlt werden

kann



WO 2020/043467 PCT/EP2019/071475

10

15

20

25

30

35

Die Deckschicht 41 kann zur Funktionsschicht 37 hin reflektie-
rend ausgestaltet sein. Licht kann an der Grenzfldche zwischen
der Deckschicht 41 und der Funktionsschicht 37 in die Funkti-
onsschicht 37 zuriickreflektiert werden. Wenn es sich bei der
Funktionsschicht 37 um eine Konversionsschicht handelt, kann
dadurch die Effizienz der Konversion verbessert werden.

Die reflektierende Deckschicht 41 kann als eine Art Lichtleiter
wirken. Gleiches kann fir die Fillschicht 33 gelten. Das zwi-
schen Deckschicht 41 und Fillschicht 33 hin und her reflektierte
Licht kann dabei in verbesserter Weise zu den seitlichen Auben-

seiten 47 gelenkt werden.

Die in Figur 2 gezeigte zweite Variante einer erfindungsgemédben
optoelektronischen Leuchtvorrichtung 21 unterscheidet sich von
der Variante gemaB Figur 1 dadurch, dass die Umrandung 45 in
die Fillschicht 33 hineinragt. In einer Abwandlung kann die
Unterseite der Umrandung 45 auch auf der Trageroberseite 25
aufliegen. Die Einfassung 39 kann dadurch eine Art Stoppkante

fir die Fullschicht 33 bilden.

Zur Herstellung der Leuchtvorrichtung gemdB Figur 2 kann bei-
spielsweise zuerst die Fillschicht 33 ausgebildet werden, und
anschlieBend kann die aus einem festen und vorzugsweise trans-
parenten Material ausgestaltete Einfassung 39 von oben her in
die Fillschicht 33 eingedriickt werden. Gemdl einem anderen Bei-
spiel kann zuerst die Einfassung 39 auf die Trageroberseite 25
aufgebracht werden, und anschlieRend kann die Offnung 43 der
Einfassung 39 mit der Fillschicht 33 gefiillt werden, insbeson-
dere derart, dass die Fiillschicht 33 und die obere Oberfldchen-
seite 29 der LED 23 eine ebene Oberfldche bilden. Auf dieser
Oberflache kann wiederum, wie in Figur 2 dargestellt, die Funk-

tionsschicht 37 gebildet werden.

Die in Figur 3 dargestellte dritte Variante einer erfindungs-

gemédBen optoelektronischen Leuchtvorrichtung 21 unterscheidet
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sich wvon dem Ausfihrungsbeispiel gemdl Figur 1 insbesondere
dadurch, dass die Oberseite der Funktionsschicht 37 nicht flach
ausgebildet ist, sondern in der Mitte der Oberseite eine Ver-
tiefung 49 aufweist. Die Vertiefung 49 kann insbesondere derart
ausgestaltet sein, dass die Oberseite der Funktionsschicht 37
eine konkave Krimmung aufweist. Dementsprechend weist die Un-
terseite der dariber liegenden Deckschicht 41 eine konvexe Krim-
mung auf. Die Grenzfldche zwischen der Funktionsschicht 37 und
der Deckschicht 41 kann als eine Art Reflektor fiir das an der
Unterseite der Deckschicht 41 reflektierte Licht wirken und das
Licht zur Seite hin nach auBen reflektieren. Das an der Ober-
seite 29 des Bauteils 23 nach oben abgestrahlte Licht kann
somit, zum Beispiel um 90 Grad, nach auBen umgelenkt und durch
die transparente Einfassung 39 hindurch nach auBen gelangen. In
der Funktionsschicht 37 kann dabei eine Konversion des Lichts
in Licht mit einer anderen Wellenldnge erfolgen. Die Grenzflidche
kann daher eine Art Reflektor 51 bilden. Die Auskoppeleffizienz
des in der Leuchtvorrichtung 21 erzeugten Lichts an den seit-
lichen Oberflachen 47 der Einfassung 39 kann dadurch verbessert
werden. Die Deckschicht 41 kann auch lichtdicht ausgestaltet
sein, wdhrend die Einfassung 39 transparent ist. Auberdem kann
die der Funktionsschicht 37 zugewandte Unterseite der Deck-
schicht 41 als Reflektor ausgestaltet sein. Die Unterseite kann

zum Beispiel verspiegelt sein.

Die wvierte Variante einer erfindungsgemédBen Leuchtvorrich-
tung 21 gemdB Figur 4 unterscheidet sich von der Variante geméal
Figur 3 insbesondere dadurch, dass unterhalb der Deckschicht 41
noch eine weitere, sogenannte Zwischenschicht 55 vorgesehen ist.
Bei der Zwischenschicht 55 kann es sich zum Beispiel um eine
transparente Schicht handeln. Die Zwischenschicht 55 kann auch
als weitere Deckschicht liber der Funktionsschicht 37 angesehen
werden. Sie kann, wie vorstehend in Bezug auf Fig. 1 fir die
Deckschicht 41 erwdhnt wurde, auch lichtdicht und zur Funkti-

onsschicht 37 hin reflektierend ausgebildet sein. Dadurch kann
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eine ausschlielRliche Lichtauskopplung an einer seitlichen Ober-

fladche 47 realisiert werden.

Die flinfte Variante einer erfindungsgemidben optoelektronischen
Leuchtvorrichtung 21 gemdl Figur 5 unterscheidet sich wvon der
Variante gemaB Figur 4 dadurch, dass die AuBenseite 47 der
Unrandung 45 der Einfassung 39 nicht an einer seitlichen AuBen-
seite der Leuchtvorrichtung 21 liegt, sondern dass zwischen der
AuBenseite 47 und einer seitlichen Oberfladche 57 der Leuchtvor-
richtung 21 eine Randschicht 59 ausgebildet ist. Die Rand-
schicht 59 wird in dem dargestellten Beispiel von der dariber-
liegenden Zwischenschicht 55 gebildet, die sich in der Schicht-
ebene 35 der Funktionsschicht 37 wie in Figur 5 dargestellt
zwischen der AuBRenseite 47 der Umrandung 45 und der seitlichen
Oberflache 57 der Leuchtvorrichtung 21 erstreckt. Die Zwischen-
schicht 55 und somit insbesondere auch die Randschicht 59 kdénnen
aus einem, insbesondere transparenten, Vergussmaterial ausge-

staltet sein.

Die in Figur 6 im Querschnitt und in Fig. 7 in Draufsicht dar-
gestellte erste Variante einer erfindungsgemdBen optoelektro-
nischen Beleuchtungseinrichtung 61 umfasst eine Tradgereinrich-
tung 63, auf deren Oberseite 65 eine Vielzahl von Leuchtpunkten
67 matrixartig angeordnet ist. Jeder Leuchtpunkt 67 umfasst
dabei wenigstens ein lichtemittierendes Halbleiterbauteil, ver-
gleiche das Halbleiterbauteil 23 in den Figuren 1 bis 5. Zwi-
schen den Leuchtpunkten 67 ist eine Fillschicht 33 ausgebildet.
Uber den Austrittsbereichen des wenigstens einen Halbleiterbau-
teils eines Leuchtpunkts 67 ist eine Funktionsschicht 37 ange-
ordnet, bei der es sich insbesondere um eine Konversionsschicht
zur Konversion von Licht der Halbleiterbauteile in Licht mit
wenigstens einer anderen Wellenldnge handelt. Ferner ist eine
Vielzahl wvon Einfassungen 39 zumindest in der Schichtebene 35
der Funktionsschicht 37 wvorgesehen. Jede Einfassung 39 weist

eine in einer Umlaufrichtung U umlaufende Umrandung 45 auf, in
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deren Mitte eine durchgehende Offnung 43 vorgesehen ist. Die
Einfassungen 39 sind zumindest in der Ebene der Funktionsschicht
35 derart angeordnet, dass sich die Mitte einer jeweiligen Ein-
fassung zumindest anndhernd iber einem jeweiligen Leuchtpunkt
67 befindet und die Umrandung 39 einen Bereich der Funktions-
schicht 37 iber dem jeweiligen Leuchtpunkt 67 umgibt, wobei der
Bereich der Funktionsschicht 37 die Offnung 43 der Jjeweiligen

Einfassung 39 ausfullt.

Die Einfassungen 39 unterteilen die Funktionsschicht 37 ent-
sprechend der matrixartigen Anordnung der Leuchtpunkte 67 somit
in einzelne Bereiche 69, wobei sich fir jeden Bereich 69 die
Mitte einer jeweiligen Einfassung 39 zumindest anndhernd iber
dem jeweiligen Leuchtpunkt 67 befindet und die Umrandung 45 den
Bereich 69 der Funktionsschicht 37 {iber dem jeweiligen Leucht-

punkt 67 umgibt.

Aus der Beleuchtungseinrichtung 61 gemdl den Figuren 6 und 7
konnen mehrere Leuchtvorrichtungen 21 gemdl Figur 1 durch einen
Vereinzelungsvorgang hergestellt werden. Dabei erfolgt eine
Durchtrennung der Trdgereinrichtung 63 sowie den dariiber lie-
genden Schichten in senkrecht zur Oberseite 65 der Tragerein-
richtung 63 wverlaufenden Trennebenen E. Diese Trennebenen E
verlaufen zumindest im Wesentlichen mittig durch die Einfassun-
gen 39 bzw. die Umrandungen 45 hindurch. Dadurch wird erreicht,
dass die AuBenseiten 47 der Umrandungen 45 bei den vereinzelten
Leuchtvorrichtungen 21 an den seitlichen Oberfldchen der ver-
einzelten Leuchtvorrichtungen 21 liegen, wie Fig. 1 zeigt. Die
Funktionsschicht 37 einer vereinzelten Leuchtvorrichtung 21
kann somit durch die sie umgebende Einfassung 39 vor Einfliissen

der Umgebung geschiutzt werden.

Eine Durchtrennung ladngs der Ebenen E kann zum Beispiel anhand

von S&ageprozessen erfolgen, bei denen eine Wasserkiithlung zum
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Einsatz kommen kann. Die Einfassung 39 schiitzt die Funktions-
schicht 37 der Leuchtvorrichtungen 21 wdhrend des Sdgevorgangs
zum Beispiel vor Feuchtigkeit durch die Wasserkithlung. Da ein
Sagevorgang nicht direkt an dem Material der Funktionsschicht 37
durchgefiihrt wird, entstehen an der Funktionsschicht 37 auBer-

dem keine mechanischen Beschéddigungen.

Die Beleuchtungseinrichtungen 61 der Figuren 8 und 9 sind &hn-
lich aufgebaut wie die Beleuchtungseinrichtung der Figuren 6
und 7. Allerdings weisen bei der Beleuchtungseinrichtung 61 der
Figur 8 die Offnungen 43 der Umrandungen 45 keinen quadratischen
Querschnitt auf, sondern einen sechseckigen Querschnitt, ins-
besondere mit zumindest im Wesentlichen gleich langen Seiten.
Bei der Variante der Figur 8 hédngen die Einfassungen 39 bzw.
die Umrandungen 45 - wie bei der Variante gemdBl den Figuren 6
und 7 - zusammen. Bei einem Vereinzelungsvorgang und entspre-
chenden Durchtrennungen langs der Ebenen E werden dabei anei-

nander angrenzende Einfassungen 39 durchtrennt.

Die zusammenhdngenden Einfassungen 39 bilden, wie die Figuren
7 und 8 zeigen, eine Art Gitterstruktur 71, die zum Beispiel
als fester, insbesondere transparenter, Kdrper ausgestaltet
sein kann. Die Gitterstruktur 71 kann bei der Herstellung der
Beleuchtungseinrichtung 61 auf die Oberseite der Fillschicht 33
gelegt oder auch teilweise in diese eingedriickt werden (vgl.

die Variante gemdaB Fig. 2).

Bei der Beleuchtungseinrichtung 61 gemdB der Figur 9 sind die
Einfassungen 39 voneinander getrennt. Die Umrandung 45 einer
jeweiligen Einfassung 39 weist zumindest ndherungsweise einen
kreisfdérmigen Querschnitt auf. Die Umrandungen 45 kdnnen ein-
zeln gebildet sein, zum Beispiel mittels eines Dispensverfah-
rens, bei welchem die Einfassungen 39 bzw. die Umrandungen 45
unter Aufbringung eines zdhflissigen Materials gebildet werden,

welches aushartet.
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Die Vereinzelung kann wiederum mittels Durchtrennung an den
Trennebenen E erfolgen. Bezogen auf die Schichtebene 35 (vgl.
Fig. 6) erfolgt dabei eine Durchtrennung im Bereich der Zwi-
schenrdume zwischen den Einfassungen 39. Diese Zwischenrdume
kénnen mit einer Randschicht gefillt sein, vgl. die Randschicht
59 in Fig. 5. Durch Vereinzelung kénnen aus der Beleuchtungs-
einrichtung 61 der Fig. 9 somit Leuchtvorrichtungen gemdl Fig.

5 gebildet werden.

Die in Figur 10 gezeigte, nicht erfindungsgemédBe Ausgestaltung
einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung weist, im Gegensatz
zu den Leuchtvorrichtungen gemdl der Figuren 1 bis 5, keine
Einfassung 39 auf. Die Funktionsschicht 37 erstreckt sich somit
bis an die seitlichen AuBenseiten der Leuchtvorrichtung. Ein-
fliisse aus der Umgebung kdénnen sich somit direkt auf die Funk-
tionsschicht 37 auswirken und mbglicherweise einen Alterungs-

vorgang beschleunigen.
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ANSPRUCHE

Optoelektronische Leuchtvorrichtung mit

genau einem lichtemittierenden, optoelektronischen
Halbleiterbauteil (23), insbesondere eine LED oder ein
LED-Chip, wobei das Halbleiterbauteil (23) an wenigstens
einer Oberfldchenseite (29) einen Austrittsbereich (31)
fir Licht aufweist,

einem Trager (27) fir das Halbleiterbauteil (23), wo-
bei das Halbleiterbauteil (23) auf einer Oberseite (25)
des Tréagers (27) angeordnet ist,

wenigstens einer Funktionsschicht (37), insbesondere
eine Konversionsschicht zur Konversion von aus dem Aus-
trittsbereich ausgetretenem Licht in Licht mit wenigstens
einer anderen Wellenldnge, wobei die Funktionsschicht
(37) oberhalb des Austrittsbereichs (31) und/oder neben
dem Austrittsbereich (31) angeordnet ist, und

einer Einfassung (39) fir die Funktionsschicht (37),
wobei die Einfassung (39) die Funktionsschicht (37) in
einer Umfangsrichtung (U) gesehen umgibt, wobei die Um-
fangsrichtung (U) parallel zur Trageroberseite (25) um

die Funktionsschicht (37) herum verlauft.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Einfassung (39) die Funktionsschicht (37) derart
umgibt, dass die Funktionsschicht (37) in einer Richtung
parallel zur Trégeroberseite (25) gesehen vollstandig in-

nerhalb der Einfassung (39) angeordnet ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einfassung (39) eine in der Umfangsrichtung (U) um-

laufende Umrandung (45) aufweist, in deren Mitte eine
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durchgehende Offnung (43) vorgesehen ist, wobei die Ein-
fassung (39) die Funktionsschicht (37) derart umgibt,
dass die Mitte der Umrandung (45) iber dem Austrittsbe-
reich (31) des Halbleiterbauteils (23) und/oder uber der
Mitte des Halbleiterbauteils (23) liegt und die Funkti-
onsschicht (37) die Offnung (43) zumindest teilweise und

bevorzugt vollstdndig ausfiillt.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Umrandung (45) der Einfassung (39) wenigstens eine
AuBenseite (47) aufweist, welche an einer seitlichen
Oberflache (57) der Leuchtvorrichtung (21) liegt, wobei,
insbesondere, die seitliche Oberfldche (57) und/oder die
Aubenseite (47) der Umrandung (45) zumindest im Wesent-

lichen senkrecht zur Trageroberseite (25) verlauft.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine AuBenseite (47) einer Umrandung (45) der
Einfassung (39) nicht an einer seitlichen Oberflache (57)
der Leuchtvorrichtung (21) liegt, sondern zwischen der
AuBenseite (47) und der seitlichen Oberfldche (57) we-
nigstens eine Randschicht (59), insbesondere aus einem

Vergussmaterial, ausgebildet ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einfassung (39) einen Brechungsindex aufweist, der
zwischen dem Brechungsindex des Konversionsmaterials und

Luft liegt.
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Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einfassung (39) aus einem transparenten Material
und/oder einem Material ausgebildet ist, das Silikon

und/oder Glas aufweist oder daraus besteht.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Funktionsschicht (37) an ihrer von der Tradgerober-
seite (25) abgewandten Oberseite flach ausgebildet ist
oder in der Mitte der Oberseite eine Vertiefung (49)
aufweist, insbesondere zur Ausbildung eines Reflektors

(51) .

Optoelektronische Leuchtvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine Deckschicht (41) {Uber der Funktions-
schicht (37) und der Einfassung (39) vorgesehen ist, wo-
bei, bevorzugt, die Deckschicht lichtdicht ist und/oder
zur Funktionsschicht (37) hin reflektierend ausgestaltet

ist.

Optoelektronische Beleuchtungseinrichtung, umfassend:
eine Tréagereinrichtung (63), wobei auf einer Ober-
seite (65) der Tréagereinrichtung (63) eine Vielzahl wvon
Leuchtpunkten (67) matrixartig angeordnet ist, wobei je-
der Leuchtpunkt (67) genau ein lichtemittierendes Halb-
leiterbauteil (23) umfasst, das an wenigstens einer Ober-
fladchenseite (29) einen Austrittsbereich (31) fir Licht

aufweist,
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11.

eine Funktionsschicht (37, 69) Uber und/oder neben
den Austrittsbereichen (31) der Vielzahl von Leuchtpunk-
ten (67), insbesondere eine Konversionsschicht zur Kon-
version von Licht der Halbleiterbauteile (23) in Licht
mit wenigstens einer anderen Wellenlange,

eine Vielzahl wvon Einfassungen (39) fiir die Funkti-
onsschicht (37, 69), wobei jede Einfassung (39) eine in
einer Umfangsrichtung (U) umlaufende Umrandung (45) auf-
weist, in deren Mitte eine durchgehende Offnung (43) vor-
gesehen ist,

optional wenigstens eine Deckschicht (41) {ber der
Funktionsschicht (37) und den Einfassungen (39),

wobei die Einfassungen (39) zumindest in der Ebene
(35) der Funktionsschicht (37, 69) derart angeordnet oder
ausgebildet sind, dass sich die Mitte einer Jjeweiligen
Einfassung (39) zumindest anndhernd liber einem jeweiligen
Leuchtpunkt (67) befindet und die Umrandung (45) einen
Bereich (69) der Funktionsschicht (37) Uber und/oder ne-
ben dem jeweiligen Leuchtpunkt (67) umgibt, wobei der
Bereich (69) der Funktionsschicht (37) die Offnung (43)
der jeweiligen Einfassung (39) zumindest teilweise und

vorzugsweise vollstdndig ausfillt.

Optoelektronische Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch
10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einfassungen (39) die Funktionsschicht (37) entspre-
chend der matrixartigen Anordnung der Leuchtpunkte (67)
matrixartig in einzelne Bereiche (69) unterteilen, wobei
sich fir jeden Bereich (69) die Mitte einer jeweiligen
Einfassung (39) zumindest anndhernd liber einem jeweiligen
Leuchtpunkt (67) befindet und die Umrandung (45) den Be-
reich (69) der Funktionsschicht (37) iber dem jeweiligen

Leuchtpunkt (67) umgibt.
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Verfahren zur Herstellung von wenigstens einer optoelekt-
ronischen Leuchtvorrichtung oder einer optoelektroni-
schen Beleuchtungseinrichtung, insbesondere eine Leucht-
vorrichtung (21) nach einem der Anspriiche 1 bis 9 oder
eine optoelektronische Beleuchtungseinrichtung (61) nach
Anspruch 10 oder 11, wobei bei dem Verfahren:

eine Tragereinrichtung (63) bereitgestellt wird, wo-
bei auf einer Oberseite (65) der Tragereinrichtung (63)
matrixartig eine Vielzahl wvon Leuchtpunkten (67) ange-
ordnet ist, wobeili jeder Leuchtpunkt (67) wenigstens ein
lichtemittierendes Halbleiterbauteil (23), insbesondere
genau ein lichtemittierendes Halbleiterbauteil (23), um-
fasst, das an wenigstens einer Oberfldchenseite (29) ei-
nen Austrittsbereich (31) filir Licht aufweist,

in einer Schichtebene (35) Uber und/oder neben den
Austrittsbereichen (31) der Vielzahl wvon Leuchtpunkten
(67) eine Funktionsschicht (37), insbesondere eine Kon-
versionsschicht zur Konversion von Licht der Halbleiter-
bauteile (23) in Licht mit wenigstens einer anderen Wel-
lenlange, und eine Vielzahl von Einfassungen (39) vorge-
sehen werden,

optional wenigstens eine Deckschicht (41) {ber der
Funktionsschicht (37) und den Einfassungen (39) vorgese-
hen wird,

wobei jede Einfassung (39) der Vielzahl wvon Einfas-
sungen (39) eine in einer Umfangsrichtung (U) umlaufende
Unrandung (45) aufweist, in deren Mitte eine durchgehende
Offnung (43) vorgesehen ist, wobei die Einfassungen (39)
derart angeordnet oder ausgebildet werden, dass sich die
Mitte der Umrandung (45) einer jeweiligen Einfassung (39)
zumindest anndhernd iber einem Jjeweiligen Leuchtpunkt
(67) befindet und die Einfassungen (39) die Funktions-
schicht (37) in einzelne Bereiche (69) iber und/oder ne-

ben den Leuchtpunkten (67) unterteilen.
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14.

15.

le.

Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

zuerst die Vielzahl von Einfassungen (39), insbesondere
in der Schichtebene (35), angeordnet oder ausgebildet
wird und erst danach die Funktionsschicht (37) gebildet
wird, insbesondere in den Offnungen (43) der Einfassungen
(39), oder umgekehrt, dass zuerst die Funktionsschicht
(37) gebildet wird und danach die Vielzahl wvon Einfas-
sungen (39), insbesondere in der Schichtebene (35), an-
geordnet oder ausgebildet wird, insbesondere durch Ein-
driicken der Vielzahl von Einfassungen (39) in die Funk-

tionsschicht (37).

Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Vielzahl wvon Einfassungen (39) in einer Gitterstruk-
tur (71), insbesondere aus einem transparenten Material,

ausgebildet ist.

Verfahren nach einem der Anspriche 12 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Vielzahl von Einfassungen (39) durch Aufbringen eines
flieRfahigen Materials gebildet wird, insbesondere mit-
tels eines Dispensverfahrens, und anschlielend die Funk-

tionsschicht (37) gebildet wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 12 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leuchtpunkte (67) der Vielzahl von Leuchtpunkten ver-
einzelt werden, indem die Tragereinrichtung (63) und die
darauf angeordneten Schichten an zwischen den Leuchtpunk-
ten (67) liegenden Ebenen (E), die senkrecht zur Ober-
seite (65) der Tragereinrichtung (63) wverlaufen, durch-
trennt werden, wobeil keine der Ebenen (E) durch die Funk-

tionsschicht (37) wverlauft, sondern ausschlieBlich durch
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die Einfassungen (39) oder durch einen Zwischenbereich

zwischen benachbarten Einfassungen (39).
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